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内容：

有機トランジスタは、フレキシブル基板上に電子回路を作製する
ことができる新しいデバイスとして、近年さかんに研究が行われて
います。現在、有機トランジスタといえば電界効果型トランジスタ
（有機ＦＥＴ）が主流ですが、我々は、新しいデバイス構造として、薄
膜の膜厚方向に電流を流す、縦型有機トランジスタの研究を行っ
ています。縦型トランジスタは、電流が流れる距離（チャネル長）を
短くすることができるため、低電圧、大電流動作、そして高速応答
性が期待されます。

我々が考案した縦型有機トランジスタは、その変調特性が電流増
幅型のバイポーラートランジスタに似ており、中間金属電極がベー
スのように働くことからメタルベース有機トランジスタ（Metal-Base
Organic Transistor, MBOT）と呼んでいます。これまでに、わずか数
ボルトの電圧で、100 mA/cm2以上という、有機トランジスタとしては
極めて低電圧・大電流の動作に成功しています。

さらに縦型トランジスタは、その素子構造が有機ＥＬに似ているこ
とから、有機ＥＬ材料を組み込むことにより、発光トランジスタを実
現することができます。
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通常の横型FET 縦型有機トランジスタ


